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PROCEDE DE FABRICATION DE BOITIERS SEMI-CONDUCTEURS COMPRENANT UN CIRCUIT INTEGRE.

@ Procédé de fabrication de boitiers semi-conducteurs
comprenant respectivement un substrat, une pastille for-
mant un circuit intégré et fixée sur une zone du substrat, des
moyens de connexion électrique reliant la pastille a un grou-
pe de zones de connexion électrique extérieure situées sur
une face du substrat, ainsi qu’'un enrobage d’encapsulisa-
tion. Le procédé consiste a realiser de fagon matricielle une
multiplicité de groupes de zones de connexion (104a) sur
une plague commune de substrat (102), correspondant a
autant de zones (109) de fixation de pastilles, a fixer une
pastille (103) sur chaque zone (109) de fixation de la plaque
commune de substrat, a relier électriquement chaque pas-
tille (103) aux zones (104a) de connexion électrique asso-
ciées, de fagon a obtenir un assemblage (111) plaque de
substrat-pastilles connectés. Le procédé consiste, dans une
seconde étape a disposer cet assemblage (111) dans un
moule (112) et a injecter une matiére d’enrobage (1086) dans
le moule de fagon a obtenir, en une seule opération de mou-
lage, un bloc parallélépipédique (117), puis, dans une étape
ultérieure, a découper ledit bloc parallélépipédique (117) au
travers de son épaisseur en unités constituant chacune un
bofitier semi-conducteur.
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"Pr fabricati itier i-conducteur
mprenan ircuit intégré"

La présente invention concerne un procédé de fabrication de
boitiers semi-conducteurs comprenant respectivement un substrat, une
pastille formant un circuit intégré et fixé sur une zone du substrat, des
moyens de connexion électrique reliant la pastille 2 des zones de
connexion €électrique extérieure situées sur une face du substrat, ainsi
qu'un enrobage d'encapsulisation en résine.

En principe et de fagon habituelle, les zones de connexion
électrique extérieure et la pastille sont disposées de part et d'autre du
substrat et l'enrobage enveloppe, d'un coté du substrat, la pastille et les
moyens de connexion électrique.

Dans la technique de fabrication actuellement utilisée, on
réalise individuellement l'enrobage de chacune des pastilles fixées et
connectées sur une plaque de substrat en disposant cette plaque dans un
moule qui présente autant de cavités individuelles que de pastilles. Puis
on coupe le substrat entre chaque enrobage. Cette solution nécessite la
fabrication, l'utilisation et le stockage d'autant de moules différents
d'injection d'enrobage que l'on a de boitiers différents présentant des
dimensions de pastilles différentes et des dispositions différentes de ces
pastilles sur une plaque de substrat. De méme, il faut disposer dun outil
de découpe particulier attribué a chaque dimension de pastille et a
chaque dimension de plaque de substrat.

Le but de la présente invention est de proposer un procédé¢ de
fabrication de boitiers semi-conducteurs susceptibles de permettre des
économies de fabrication et d'obtenir une plus grande flexibilit¢ de
production.

Le procédé selon linvention est destiné a la fabrication de
boitiers semi-conducteurs comprenant respectivement un substrat, une
pastille formant un circuit intégré et fixée sur une zone du substrat, des
moyens de connexion électrique reliant la pastille 2 un groupe de zones
de connexion électrique extérieure situées sur une face du substrat, ainsi
qu'un enrobage d'encapsulisation.

Selon l'invention, le procédé consiste a réaliser de fagon
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matricielle une multiplicité de groupes de zones de connexion sur une
plaque commune de substrat, correspondant a autant de zones de
fixation de pastilles, a fixer une pastille sur chaque zone de fixation de
la plaque commune de substrat, a relier électriquement chaque pastille
aux zones de connexion électrique associées, de fagon a obtenir un
assemblage plaque de substrat-pastilles connectés. Selon l'invention, le
procédé consiste, dans une seconde étape, a disposer cet assemblage
dans un moule et 2 injecter une matiere d'enrobage dans le moule de
facon A obtenir, en une seule opération de moulage, un bloc
parallélépipédique, et, dans une étape ultérieure, a découper ledit bloc
parallélépipédique au travers de son épaisseur en unités constituant
chacune un boitier semi-conducteur.

Selon une variante préférée de l'invention, le procédé consiste
a réaliser la découpe du bloc parallélépipédique par sciage.

Selon l'invention, le procédé consiste de préférence a coller le
bloc parallélépipédique sur une bande autocollante pelable et a réaliser
l'opération de sciage en engageant la scie au travers du bloc au-dela de
sa face collée sur cette bande.

Selon l'invention, le procédé consiste, de préférence, a coller
la face du bloc parallélépipédique exempte de zones de connexion sur la
bande autocollante.

Selon l'invention, le procédé consiste de préférence a déposer
des billes ou boules en matériau de soudage sur les zones de connexion.

La présente invention sera mieux comprise a l'étude d'un
procédé de fabrication de boitiers semi-conducteurs décrit a titre
d'exemple non limitatif et illustré par le dessin sur lequel :

- la figure 1 représente schématiquement une coupe
transversale d'un boitier semi-conducteur obtenu par le procédé selon
l'invention ;

- la figure 2 représente une vue frontale dudit boitier ;

- la figure 3 montre schématiquement une premicre étape du
procédé selon l'inveniton et représente en coupe transversale une plaque
de substrat munie de pastilles ;

- la figure 4 représente une vue frontale de la face de ladite
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plaque de substrat apposée aux pastilles ,

- la figure 5 montre schématiquement une étape suivante du
procédé selon l'invention et représente ladite plaque de substrat munie
de pastilles connectées électriquement par des fils ;

- la figure 6 montre schématiquement une étape suivante de
I'invention consistant en l'encapsulisation dans un moule représent€ en
coupe desdites pastilles et desdits fils ;

- la figure 7 représente une vue arriere du bloc sortant dudit
moule ;

- la figure 8 montre schématiquement une étape suivante du
procédé selon l'invention et représente une coupe transversale dudit
bloc ;

- et la figure 9 montre schématiquement une étape suivante du
procédé selon l'invention et représente une coupe transversale dudit
bloc lors d'une opération de sciage de ce bloc.

En se reportant aux figures 1 et 2, on voit qu'un boitier semi-
conducteur parallélépipédique, repéré d'une manitre générale par la
référence 1, obtenu par le procédé de fabrication qui va maintenant tre
décrit, comprend un substrat plat 2 par exemple de contour carré, une
pastille 3 fixée 2 une face 2a du substrat 2 grace a une couche mince de
colle 3a, une multiplicité de zones 4 de connexion électrique extérieures
réparties sur la face 2b du substrat 2 opposée a sa face 2a, des moyens
de connexion électrique reliant sélectivement la pastille 3 et les zones
de connexion électrique 4 et comprenant des fils de connexion
électrique 5 aboutissant au substrat 2 et des connexions internes a ce
substrat non représentées, ainsi qu'un enrobage en résine 6
d'encapsulisation de la pastille 3 et des fils de connexion 5, cet
enrobage 6 étant situé du coté de la face 2a du substrat 2. En outre, le
boitier semi-conducteur 1 est muni de gouttes ou boules de connexion 7
sur chacune des zones de connexion électrique 4, en vue de la soudure
et de la connexion électrique du boitier semi-conducteur 1 par exemple
aux pistes d'une plaque de circuit imprimé.

En se reportant 2 la figure 4, on voit que le procédé de
fabrication décrit consiste a réaliser, sur une face 102a d'une plaque
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commune de substrat 102 rectangulaire, une multiplicité de groupes 104
de zones de connexion électrique 104a et de moyens de connexion
électrique traversant la plaque commune de substrats 102 et reli€s aux
zones 104a.

Dans l'exemple représenté, les groupes 104 sont disposés sous
une présentation en forme de matrice sur la face 102a et sont au nombre
de cinq dans le sens de la largeur de la plaque commune de substrat 102
et au nombre de vingt dans le sens de sa longueur, l'espace sé€parant les
groupes des cinquidme et sixi®me rangées, dixieéme et onzi®me rangées
et quinzidme et seizieme rangées dans le sens de la longueur de la
plaque commune de substrat 102 étant plus large de maniere a former
quatre ensembles 108 de vingt cinq groupes 104 espacés de la longueur
de la plaque commune de substrat 102.

En se reportant 2 la figure 5, on voit que 1'étape suivante du
procédé de fabrication décrit consiste a fixer une multiplicité de
pastilles 103 respectivement sur des zones de fixation 109 de la face
102b de la plaque commune de substrat 102 opposée a sa face 102a, a
l'aide de minces couches de colle 103a. Les pastilles 103 se trouvent
alors disposées sous une présentation en forme de matrice correspondant
au travers de la plaque commune de substrat 102 aux groupes 104 de
zones de connexion électrique 104a.

En se reportant A la figure 5, on voit que l'étape suivante du
procédé de fabrication décrit consiste a relier sélectivement les plots de
connexion 110 des pastilles 103 aux moyens de connexion de la plaque
commune de substrat 102 en leur connectant les extrémités de fils de
connexion électrique 105 qui se trouvent alors en l'air, de fagon a relier
les plots de chaque pastille 103 sélectivement aux zones de connexion
électrique 104 des groupes 104 qui leur sont respectivement associées.
On obtient alors un assemblage connecté repéré d'une manieére générale
par la référence 111, comprenant la plaque commune de substrat 102 et
les pastilles 103 connectées comme décrit ci-dessus.

Comme le montre la figure 6, 1'étape suivante du procédé de
fabrication décrit consiste 2 disposer l'assemblage 111 a l'intérieur d'un
moule d'injection 112 comprenant une partie 113 qui présente une cavité
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114 recevant dans son épaisseur la plaque commune de substrat 102 et
une partie 115 qui présente quatre cavités 116 dans lesquelles s'étendent
respectivement, a distance de ses parois, les pastilles 103 et les fils de
connexion 105 correspondant des ensembles 108.

Cette étape consiste ensuite 2 injecter 2 l'intérieur de la cavité
116 une résine d'encapsulisation des pastilles 103 et des fils de
connexion 105 de facon 2 obtenir en une seule opération de moulage
quatre enrobagse 106 contre la face 102a de la plaque de substrat 102.
On obtient alors un bloc sensiblement parallélépipédique repéré dune
maniere générale par la référence 117, 4 multipastilles 103 associées
dans les enrobages 106 2 la plaque commune de substrat 102.

En se reportant 2 la figure 5, on voit que dans une étape
ultérieure le procédé de fabrication décrit peut consister a déposer une
goutte ou boule de connexion 107 sur chaque zone de connexion 104 de
la face 102a de la plaque de substrat 102.

En se reportant 2 la figure 9, on voit que I'étape suivante du
procédé de fabrication décrit consiste 2 fixer la face 106a de l'enrobage
106 du bloc parallélépipédique 107, opposée a la face 102a de la plaque
commune de substrat 102 incluse dans ce bloc, sur un support plan 118
par l'intermédiaire d'une bande pelable 119 a deux faces autocollantes.

Puis, le procédé de fabrication décrit consiste a couper
longitudinalement et transversalement le bloc parallélipipédique 107,
dans le sens de son épaisseur, A 1'aide d'une scie 120, le long des lignes
de séparation longitudinales et transversales 121 et 122 s'étendant entre
lesdits différents groupes 104 de zones de connexion électrique 104a
auxquelles sont respectivement associées les pastilles 103. Au cours de
cette opération, la scie 120 est engagée au travers du bloc
parallélipipédique 107 au-deld de sa face 106a collée sur la bande 119
de manire a effectuer 'opération de découpe completement.

Lorsque l'opération de découpe par sciage ci-dessus est
effectuée, on peut alors décoller de la bande 119 les différents
morceaux du bloc paralliépipédique 117, chacun de ces morceaux
correspondant A un boitier semi-conducteur 1 tel que décrit
précédemment en référence aux figures 1 et 2.
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Le procédé de fabrication qui vient d'étre décrit présente
l'avantage de pouvoir fabriquer dans un méme moule adapté pour
recevoir une plaque commune de substrat 102 déterminée, des boitiers
semi-conducteurs 1 de dimensions différentes.

En effet, sur différentes plaques communes de substrat 102, on
peut prévoir des nombres différents de groupes 104 de zones de
connexion électrique 104a couvrant des surfaces différents, adaptées en
correspondance aux dimensions des pastilles 103 associées, en les
disposant comme dans l'exemple décrit précédemment, selon des
matrices adaptées aux surfaces que lesdits groupes de zones de
connexion et lesdites pastilles occupent.

Il conviendra alors d'adapter uniquement les distances entre
les différentes lignes 121 et 122 de découpe aux surfaces afin d'obtenir
des boitiers semi-conducteurs dont le pourtour présente des dimensions
souhaitées.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication de boitiers semi-conducteurs (1)
comprenant respectivement un substrat, une pastille formant un circuit
intégré et fixée sur une zone du substrat, des moyens de connexion
électrique reliant la pastille 2 un groupe de zones de connexion
électrique extérieure situées sur une face du substrat, ainsi qu'un
enrobage d'encapsulisation, caractérisé par le fait qu'il consiste :

- 2 réaliser de fagon matricielle une multiplicité de groupes
(104) de zones de connexion (104a) sur une plaque commune de substrat
(102), correspondant 2 autant de zones (109) de fixation de pastilles,

- a fixer une pastille (103) sur chaque zone (109) de
fixation de la plaque commune de substrat,

- 2 relier électriquement chaque pastille (103) aux zones
(104a) de connexion électrique associées, de fagon a obtenir un
assemblage (111) plaque de substrat-pastilles connectés,

qu'il consiste, dans une seconde étape :

- a disposer cet assemblage (111) dans un moule (112) et a
injecter une matiere d'enrobage (106) dans le moule de fagon a obtenir,
en une seule opération de moulage, un bloc parallélépipédique (117),

et qu'il consiste, dans une étape ultérieure :

- A découper ledit bloc parallélépipédique (117) au travers
de son épaisseur en unités constituant chacune un boitier semi-
conducteur (1).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait
qu'il consiste a réaliser la découpe du bloc parallélépipédique par sciage
(120).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait
qu'il consiste A coller le bloc parallélépipédique (117) sur une bande
autocollante pelable (119) et A réaliser l'opération de sciage en
engageant la scie (120) au travers du bloc (117) au-deld de sa face
collée sur cette bande.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé par le fait
qu'il consiste A coller la face (106a) du bloc parallélépipédique (117)
exempte de zones de connexion sur la bande autocollante (119).
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5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait qu'il consiste & déposer des billes ou
boules (107) en matériau de soudage sur les zones de connexion (104a).
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